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rl.v-fhe^designa its election made: 

I X j in the demand filed with the Internationai Preliminary Examining Authority on: 



□ 



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



"2.; ^ The election V | X| was. 



made before the expiration of 19 nnonths from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 
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(12) NACH DEM VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMiMENARBEIT AUF DEM CEBEET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONAUE ANMEUDUNG 




(43) Internationales VerofTentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

28, Dezember 2000 (28.12.2000) PCT WO 00/79594 A2 

(51) Internationale Paten tklassifikation^: HOI L 27/00 (74) Anwalt: HANSEN, Jochen; Eisenbahnstrasse 5, D-21 680 

Stade (D£). 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEO(V01934 



(81) Bestimmangsstaaten (national): JP. US. 



(22) Internationales Anmeldedatnm: 

13. Juni 2000 (13.06.2000) ^S4) Bcstimmungsstaaten {i^onaljz europaisches Patent (AT 

_ . ^ BE,CH.Cy,DE.DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,rr.LU,MC, 

(25) Einreichungssprache: Deutsch NL, FT, SE). 

(26) Veroffentiichungssprache: Deutsch Verdffentlicht: 

— Ohne imernationaJen Recherckenbericht und emettt zu 
(30) Angaben zur Prioritat: verdffeniJichen nach Erhcdt des Berichts. 

1 99 27 694 J 17. Juni 1 999 (17.06. 1999) DE 

Zur Eriddnmg der Zweibuchstaben-Coeies, und der anderen 

(71) Anmelder und Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 

(72) Erfinder: FINK, Lutz [DE/DE]; Schmiedestrasse 22, Codes and Abbreviations'^ am An/angjeder reguldren Ausgabe 
D-21698 Issendorf (DE). PCT-Oazette verwiesen. 



^= (54) Titfe: SEMICONDUCTOR SENSOR, COMPRISING A PIXEL STRUCTURE AND THE USE OF SAID SENSOR IN A 
= VACUUM SYSTEM 

(54) Bezeichnung: HALBLETTERSENSOR MIT EINER PDCELSTRUKTUR SOWIE VERWENDUNG DES SENSORS IN EI- 
ss= NEM VAKUUMSYSTEM 

(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor sensor, comprising a pixel stracmre (1), whereby a capacitor is configured 
for each pixel which stores a charge and converts said charge into a potential which can be extracted if necessary and whereby the 
^ pixel structure (1 ) is covered substandally over its entire area by a cooducdve layer (1 1). The sensor is configured for directly de- 
^ tecting electrons and intermediate gaps (22) are configured between the pixel surface coadngs (1 1) of each individual pixel, whereby 
^ the surface of the intermediate gaps (22) between the pixels is covered by a second conductive layer (21), which is inv^^^"^ from 
^ the pixel surface coatings (11). The invention also relates to the use of the semiconductor sensor in a vacuum system, comprising a 
S\ photocathode which converts photons into electrons, based on images. 

(57) Zusammeniassong: Die Erfindung betrifft einen Halbldtersensor mit einer Pixelstruktur (1), wobd zu jedem Pixel eine Ka- 
^ pazitat ausgebildet ist, die Ladung speichcrt und in Spaimung konvertieit, die bedarfsweise auslesbar ist, und die Pixelstruktur (1) 
^ im wesenclichen voUstandig mit einer leitfahigen Schichi (11) abgedecki ist, wobei der Sensor zum unmittelbaren Detekrieren von 

Elekcronen ausgebildet ist und zwischen den Pixeloberflachenbeschichtungen (1 1) jedes einzeinen Pixels Zwischenranme (22) aus- 
Q gebfldet slad, wobd die ObertI&:he der Zwischenraume (22) zwischen den Pixeht mit ejier zweiten IdtfSUiigen Scfaicht (21), die 
^ isolien von den PixdobexfUichCTbeschichmngen (11) angeordnet ist, abgedeckt ist sowie die Verwendung des Halbldtersensors an- 
^ geordnet in einem Vakuumsystem mil Photokathode, weiche bildonendert Photonen in Hekironen unwandelt. 



0' ^1 

\ n\ (12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM CEBIET DES 
I \ PATENTWESENS <PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 
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(19) WeUorgantsation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

28. Dezember 2000(28.12.2000) PCT WO 00/79594 A3 

(51) Internationale Palentklassinkation': IIOIL 27/146. (74) Anwalt: HANSEN, Jochen: Eisenbahnsirasse 5. D-21680 
27/148 Siade (DE). 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEOO/01934 ^3,^ Bestimmungsstaatcn (national): JP. US. 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

13 Juni '^QOO ( 1 3 06 '^000) (^^) Bestimm ungsstaaten f regional): europaisches Patent (AT. 

BE. CH. CY DE. DK. ES, n, FR. GB, GR. IE. IX LU, MC. 

(25) Einreichungssprache: Deuisch NL. FT. SE). 

(26) Verdrfentlichungssprache: Deuisch Veroffentlicht: 

— mil internationalem Recherche nhericht 

(30) Angaben zur PriorltSt: 

199 27 694.3 17. Juni 1999(17.06.1999) DE 



(71) Anmelderund 

(72) Erfinder: FINK, Lutz [DE/DE]; Schmiedesirasse 22. 
D-21698lssendort (DE). 



(88) Ver6frentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 7. Februar 2(X)2 



[Fortsetzung aiifder nachsien Seite] 



(54) Title: SEMICONDUCTOR SENSOR, COMPRISING A PIXEL STRUCTURE AND THE USE OF SAID SENSOR IN A 
VACUUM SYSTEM 

(54) Bezeichnung: HALBLEITERSENSOR MIT EINER PIXELSTRUKTUR SOWIE VERWENDUNG DES SENSORS IN El- 
NEM VAKUUMSYSTEM 



t f T 




If^ (57) Abstract: The invention relates to a semiconductor sensor, comprising a pixel structure ( 1 ). whereby a capacitor is configured 
ON for each pixel which stores a chaige and converts said charge into a potential which can be extracted if necessary and whereby the 
pixel structure ( 1 ) is covered substantially over its entire area by a conductive layer (II). The sensor is configured for directly de- 
^ tecting electrons and intermediate gaps (22) are configured between the pixel surface coalings (11) of each individual pixel, whereby 
O the surface of the intermediate gaps (22) between the pixels is covered by a second conductive layer (21). which is insulated from 

Othe pixel surface coatings ( 1 1). The invention also relates to the use of the semiconductor sensor in a vacuum system, comprising a 
photocathode which convens photons into electrons, based on images. 
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Ztir Erkldrung der Zweibiichstaben-Codes md der anderen 
Abkiirzungen n'ird an/ die Erkldritngen ("Guidance ^^o^es on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regiddren Ausgabe 
der PCT-Gazetie vem^iesen. 



(57) Zusammenrassung: Die Erfindung betrifft einen Halbleitersensor mit einer Pixelstruktur ( 1 ), wobei zu jedem Pixel eine Ka- 
pazitai ausgebildei ist. die Ladung speichert und in Spannung konveniert, die bedarfsweise auslesbar isi, und die Pixelsiruktur ( 1) 
im wesentlichen volIsiSndig mil einer leiifahigen Schicht (11) abgedeckl ist, wobei der Sensor zum unmittelbaren Detekiieren von 
Elekironen ausgebildet ist und zwischen den Pixeloberfiachenbeschichiungen ( 1 1 ) jedes einzelnen Pixels Zwischenraume (22) aus- 
gebildei sind. wobei die Oberflache der Zwischenraume (22) zwischen den Pixeln mit einer zweiten leittahigen Schicht (21). die 
isoliert von den PixeloberflSchenbeschichtungen (11) angeordnet ist, abgedeckl ist sowie die Verwendung des Halbteitersensors an- 
geoidnet in einem Vakuumsystem mil Photokathode. welche bildorientiert Photonen in Elektronen umwandelt. 
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liif UBER DIE INTERNATIONALE zdtiMMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikei 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 

0508.13 


y\(5iy£pg3 siehe Mitteilung uber die Ubermitttung des internattonalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/IS A/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01934 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

13/06/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

17/06/1999 


Anmelder 

FINK, Lutz 



Dieser international e Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmetder gemaB 
Artikei 18 ubermittett. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesanrt _3 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berlchts 

a. HInsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der intemationaien Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/cder Amlnosauresequenz ist die internationale 
Rec herche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der intemationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 



2. 

a 



□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



be\ der Behorde nachtragiich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nachtragiich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtragiich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

Die Erklarung, daB die in computedesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen SequenzprotokotI entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestlmmte AnsprUche ha ben stch als nIcht recherchlerbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangeinde EInheltllchkett der Erflndung (siehe Feld II). 



Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

pT) wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusaminenfassung 

w'*"^ vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Al>b. Nr. _J 



Pn wie vom Anmelder vorgeschlagen []J keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATION 



RECHERCHENBERICHT 



^ernaUonales Aktenzelehen 

ypCT/DE 00/01934 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANOES 

IPK 7 H01L27/146 H01L27/148 



Nach der Intemationalen PatentWassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchieiter Mindestpnufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymixile ) 

IPK 7 HOIL HOIJ 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentltchungen, soweit diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nanne der Datenbank und evtl. venwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , MPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE Um-ERLAGEN 



Kategorie** Bezeichnung der Verdffentltchung, soweit erfoFdei1k:h unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspnjch Nr. 



EP 0 588 397 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG 
; PHILIPS ELECTRONICS NV (ML)) 
23. Marz 1994 (1994-03-23) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

US 3 902 095 A (BIERIG ROBERT M ET AL) 
26. August 1975 (1975-08-26) 
Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildung 2 

US 5 365 056 A (SKLEBITZ HARTMUT ET AL) 
15. November 1994 (1994-11-15) 
Spalte 1, Zeile 42 -Spalte 2, Zeile 3; 
Abbildung 1 

-/-- 



1-10 



1-10 



9,10 



Weitere Verdffentllchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamllie 



** Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Intefnationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung. die geeignet ist, einen Prioritatsanspnjch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Veroffenttrchung belegt werden 
sol! Oder die aus einem anderen besonderen Gaind angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung. die sich auf eine hnundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausslellung oder aridere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor den intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspfuchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugiundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgmnd dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

'Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verfoindung qebracht wird und 
diese VertDindung fur etnen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



6. September 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



12/09/2000 



Name und Postarischrift der Intemationalen Recherchenbehdrde 
Europalsches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31 -70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Werner, A 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (JuG 1992) 
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INTERNATION 



RECHERCHENBERICHT 



iternatlonales Aktenzelchen 

PCT/DE 00/01934 



C.(F=ortsetrung) ALS WESErn-UCH ANGESEHENE umTERLAGEN 



Kategorie* 



Bezetchnung der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betrachtkommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 311 038 A (YANAMOTO HIDEKAZU 
10. Mai 1994 (1994-05-10) 
in der Anmeldung erwahnt 
Abbildung 5 



ET AL) 



\ 



Fbrmblatt PCT/1SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Jul! 1992) 
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Infoi 



NATIONAL SEARCH REPORT 

ihfonnatlon on patent family members 



iternatlonal Application No 

PCT/DE 00/01934 



raieni ijocuincrni 
cited In search report 


date 


Patent family 
menriber(s) 


Pi thlt<^tinn 

date 


EP 0588397 A 


23-03-1994 


DE 


4227096 


A 


24-02-1994 






DE 


59306646 


D 


10-07-1997 






JP 


6209097 


A 


26-07-1994 






US 


5396072 


A 


07-03-1995 



US 


3902095 


A 


26-08-1975 


NONE 






US 


5365056 


A 


15-11-1994 


DE 


4223693 A 


27-01-1994 










JP 


6187930 A 


08-07-1994 


US 


5311038 


A 


10-05-1994 


JP 


6021427 A 


28-01-1994 



Form PCT/ISA^IO (patent family annex) (July 1992) 



VERTRAG UeiK DIE INTERNATIONALE ZuJI\/l MEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



(-^-■^ 12 APR 2031 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
0508.13 


siehe Mitteilung uber die Gbersendung des intennationaten 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen PrOfungsberichts (Fonmblatt PCT/IPEA/416) 


tntemationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/01934 


Internationales Ax\me\tedsitiim(Tag/Monat/Jahr) 
13/06/2000 


Prioritatsdatum (Tag/MonatTTag) 
17/06/1999 



Internationale Patentklassifikatton (IRK) Oder nationale Klasslfikation und IPK 
H01L27/00 



Anmelder 
FINK, Lutz 



1. Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSB Artikel 36 Qbemnittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 4 Blotter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



S AuBerdem liegen dem Bericht ANUKGEN bei; dabei handelt as sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blotter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venwaltungsrichtiinlen zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische TStlgkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitllchkelt der Erflndung 

V B Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erftndehschen Tatigkelt und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestinrtnrite angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestinnmte MSngel der internationalen Anmeldung 

VIII H Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einretchung des Antrags 

05/12/2000 


Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 
10.04.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlSufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
. D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


BevollniSchtigter Bediensteter >tSoM>^ 
Werner, A C ^ ^ 

Tel. Nr. +49 89 2399 2272 



Fomiblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 934 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der Internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie Heine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 



1-11 ursprungliche Fassung 

2a eingegangen am 07/03/2001 mit Schrelben vom 05/03/2001 

Patentanspruche, Nr.: 

5-10 ursprungliche Fassung 

1-4 eingegangen am 07/03/2001 mit Schrelben vom 05/03/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung. die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 934 



□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonmationen dem schriftlichen 
SequenzprotokoH entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefatlen: 

□ Beschreibung, Saltan: 

□ Anspruclie, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtlgung (von einigen) der Anderungen erstellt worden. da diese aus den 

angegebenen Grundan nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die soiche Anderungen enthaften, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
belzufugen). 

6. Etwalge zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1 0 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 



VIII. Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, Ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erf inderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP-A-0588397 
D2: US-A-3902095 
D3: US-A-5365056 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1-10 beruht nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artlkel 33(3) PCT). 

2.1 D1 offenbart eine Halbleitersensor gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , 
wobel die Aufgabe der Erfindung darin besteht, "einen Halbleitersensor mit einer 
PIxelstruktur anzugeben, der Elektronen detektiert und dessen Halbelterstruktur 
vor ElektronenbeschuB geschutzt 1st" (slehe Seite 3, 2. Absatz der Anmeldung). 

Diese Aufgabe und die beanspruchte Losung sind in D2 offenbart (siehe 
Zusammenfassung, Figs. 1F, 2, Ansprucli 2, Spalte 4, Zeilen 16-27: Pixelober- 
flachenbeschlchtung (1 14) und zweite leitfalilge Schicht (120, 201)). Die 
Kombination von D1 mit D2 fuhrt zu dem Gegenstand des Anspruchs 1. 

2.2 Die zusatzliclien IVIerkmale der Anspruche 2-10 sInd ebenfalls in D1, 02 Oder D3 
(siehe Spalte 1 , Zeile 42- Spalte 2, Zeile 3, Fig. 1) offenbart oder sind dem 
Fachmann offenslchtlich. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

Der Sensor der Anspruche 5,7,8 wird durch ein Verfahrensschritt definiert ( "..ein 
Potential angelegt.."), wodurch die Kategorie der Anspruche unklar wird (Art. 6 
PCT). 
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PATENTANSPRUCHE 

Halbleitersensor mit einer Pixelstruktur (1) , wobei 
zu jedem Pixel eine Kapazitat ausgebildet ist, die 
Ladung spei chert und in Spannxing konvertiert, die 
bedarfsweise auslesbar ist, xrnd die Pixel- 
struktur (1) im wesentlichen vollstandig mit einer 
leitfahigen Schicht (11) abgedeckt ist, dadurch 
qekennzeichnet , dafi der Sensor zum unmittelbaren 
Detektieren von Elektronen ausgebildet ist und 
zwischen den Pixeloberf lachenbeschichtungen (11) 
jedes einzelnen Pixels Zwischenraume (22) ausge- 
bildet sind, wobei die Oberflache der Zwischen- 
raume (22) zwischen den Pixeln mit einer zweiten 
leitfahigen Schicht (21) , die isoliert von den 
Pixeloberf lachenbeschichtungen (11) angeordnet ist, 
abgedeckt ist. 

Halbleitersensor nach Anspnich 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Pixeloberf lachenbeschich- 
tungen (11) und die zweite leitfahige Schicht (21) 
aus Metall oder einem leitfahigen, lichtundurch- 
lassigen Material bestehen. 

Halbleitersensor nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Pixeloberf lachenbeschich- 
tungen (11) und die zweite leitfahige Schicht (21) 
aus Aluminium bestehen. 

Halbleitersensor nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
qekennzeichnet , daS die zweite leitfahige 
Schicht (21) als Kondensatorelektrode ausgebildet 
ist . 



GEAENDERTES BLATT 



07-03-2001 DE 000001 934 

2a 



Aus der US 3,902,095 ist ein Elektronenstrahlhalb- 
leiterverstarker mit abgeschirmten Diodengrenzschichten 
bekannt, der als Elektronenstrahlhalbleiterrohre bei- 
spielsweise als Sendeverstarker , Schaltrohre oder zur 
5 Ansteuerung fur andere Hochspannungsverstarkerrohren, 
wie beispielsweise Wanderf eldrohren fur Radarsender 
ausgebildet ist. Der Halbleiter ist mit einer leit- 
fahigen Abdeckschicht teilweise abgedeckt, wobei die 
Abschirmung Of fnungen oberhalb eines Abschnittes der 

10 Diodengrenzschicht hat. Hier sollen die Elektronen 

gezielt in den Halbleiter einschlagen, wobei die Ab- 
schirmung unerwunschten Elektroneneinschlag in den 
Randbereichen der Vorrichtung (Diode) verhindert. Damit 
warden unerwunschte Oberflachen- und Tief enladungs- 

15 effekte veirmieden. Somit wird die maximale Sperr-Vor- 
spannung erhoht, womit die maximal mogliche Ausgangs- 
leistung derartige Dioden enthaltender Rohren erhoht 
wird. Die Verwendung von mehreren nebeneinander ange- 
ordneten Dioden, hergestellt aus einer Halbleiter- 

20 schicht, dient zur Ef f ektivitatserhohung des Verstar- 

kers, wobei insbesondere durch eine Reihenschaltung der 
Dioden die Gesamtkapazitat im Verhaltnis zur expo- 
nierten Oberflache verringert werden kann. Die Halb- 
leiterrohre ist jedoch weder fur eine bildgebende 

25 Detektierung ausgelegt noch geeignet. 
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BESCHREIBUNG 



Halbleitersensor mit einer Pixel stiruktur sowie 
Verwendimg des Sensors in einem Vakuumsystem 

Die Erfindiing betrifft einen Halbleitersensor mit einer 
Pixel strxiktur, wobei zu jedem Pixel eine Kapazitat 
ausgebildet ist, die Ladung speichert und in Spannung 
konvertiert, die bedarfsweise auslesbar ist, und die 
Pixelstniktur im wesentlichen vollstandig mit einer 
leitfahigen Schicht abgedeckt ist. Femer betrifft die 
Erfindiing die Verwendxing des Sensors angeordnet in 
einem Vakuumsystem (IC) mit Photokathode . Der Halb- 
leitersensor eignet sicb insbesondere zur Bilderf assung 
in optoelektronischen Anordnungen. 

Optoelektronische Bildwandler in Halbleitertechnik sind 
bekannt . Beim sogenannten CCD-Bauelement werden durch 
die auf die Sensorf lache einfallenden Photonen Elektro- 
nen aus der Gitterstruktur herausgelost (Photoef f ekt) , 
die dann am Konversionsort in sogenannten Pixelzellen 
gespeichert und naclifolgend nach verschiedenen Methoden 
ausgelesen werden. Daruber hinaus sind Aktiv-Pixelsen- 
soren (APS) bekannt, bei denen jedes Pixel mit 
mindestens einem Transistor verschmolzen ist, der die 
Pixel information konvertiert oder entkoppelt und auf 
Abf rage direkt zur Auslesung gibt . 

Nachteilig ist jedoch, dal5 die bekannt en Bildwandler 
empfindlich gegen auf die Sensorflache auftref fende 
Elektronen reagieren. Die kinetische Energie der 
Elektronen beeinflulSt die kristalline Halbleiter- 
struktur, so dafi das System beim Betrieb aufgebrochen 
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wird iind Pixeldefekte entstehen, die sich z, B. durch 
Dimlcelstrome zeigen. So ist es nicht sinnvoll, ein 
derartiges Halbleiterelement in einer Bildverstarker- 
rohre zu iiitegrieren, um die Information beispielsweise 
direlct in ein Videos ignal zu konvertieren . 

Eine von einer leitfahigen Schicht abgedeckte Pixel - 
struktur ist aus der EP 0 588 397 A2 in Form eines 
Rontgenbilddetektors bekannt. Die leitfahige Deck- 
schiclit dient als Vorspannungselektrode, um Ladungs- 
trager, die in einer Photoleiterschicht erzeugt werden, 
unter dem Einflufi eines mittels dieser Elektrode er- 
zeugten elektrischen Feldes zu den einzelnen Sammel- 
elektroden der Pixel zu lenken. Ahnliche Halbleiter- 
bildsensoren sind beispielsweise aus der EP 0 444 702 
Al, dem Patent abstract of Japan JP 06310699 A, 1994, 
JPO, der US 4,789,888 xmd der US 5,311,038 in Form von 
licht- und/oder rdntgenstralilenempf lindlichen Sensoren 
bekannt. Aus den beiden letztgenannten Scbriften ist es 
a\ifierdem bekannt, Zwischenraume abzudecken, um dort den 
iineirwunschten Einflufi einfallenden Lichts zu 
verbindem , 

Daruber hinaus ist aus dem Patent abstracts of Japan: 
JP 2-94566 A E-944, 1990, Vol. 14 /No. 292 ein Halb- 
leitersensor mit Pixelelektroden mit einer weiteren, 
wenigstens die Zwischenraume abdeckenden Schicht 
bekannt. Es handelt sich jedoch um einen optischen 
Halbleitersensor, bei dem Mehrf achref lexionen an der 
Innenseite der optischen Abdeckschicht durch einen 
Reflexlonen vermeidenden Film verringert Oder beseitigt 
werden. 
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Femer ist aus der DE 42 23 693 Al ein Rontgenbild- 
verstarker mit einem Vak-uumgehause , einem Eingangs- 
leuchtschirm, einer Elektronenoptik iind einem auf der 
dem Eingangsleuciitschirm gegenuberliegenden Seite des 
VaJcuuingehauses innerhalb desselben angebrachten Bild- 
sensor bekannt, bei dem die von einer Photokatlxode 
ausgehenden Elektronen direkt in einem CCD-Bildwandler 
in ein Videosignal umgewandelt werden. Dabei ist der 
Bildsensor mit einem Schiclit system versehen, das 
mindestens eine Halbleiterschicht aufweist, die eine 
Elektronenwandliing bewirkt xxnd aus amorphem Halb- 
leitermaterial besteht, Diese Druckschrift zeigt daher 
eine gegenstandlicli anders ausgebildete Losiing der 
nachf olgenden Aufgabe. 

Ausgehend von der EP 0 588 397 A2 ist es Aufgabe der 
Erfindung, einen Halbleitersensor mit einer Pixelstruk- 
tur anzugeben, der Elektronen detektiert und dessen 
Halbleiterstruktur vor ElektronenbeschuiS gescbutzt ist. 

Diese Aufgabe wird mit einem Halbleitersensor gemaS 
Ansprucli 1 gelost . 

Die Abdeckung der Pixeloberf lacbe mit einer leitfahigen 
Schicbt erlaubt das Einf angen der auf tref f enden Elek- 
tronen, die als Ladung gespeicbert werden und in fur 
Halbleiterbildwandler ublicher Weise in Spannung 
konvertiert und ausgelesen warden. Dabei wirkt die 
leitf ahige Beschichtung als Elektrode fur die auf- 
tref f enden Elektronen, wobei die Elektrode Bestandteil 
einer Kapazitat ist und somit der Ladungsspeicherung 
dient. Das wesentlicbe dabei ist, da& die an undL fur 
sich elektronenempf indlicbe Pixeloberflache und die 
darunterliegenden Halbleiterstrukturen durch die 
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leitfahige Sciiicht abgeschirtnt sind. Die auf tref f enden 
Elektronen werden so als MeBsignal getreimt fUr das 
jeweilig getroffene Pixel verarbeitet . 

Die auf die Beschichtiang auf tref f enden Elektronen 
werden sorait pixelorientiert aufgefangen und daran 
gehindeirt, in die Halbleiterstruktur einzudringen und 
dort Dunkelstrome, Fehlpixel, Zeilen-/Spaltenausf all 
Oder dergleichen Defekte hervorzuruf en. 

Da die OberflSclie von ZwischenrSuinen zwischen den 
Pixeln mit einex zweiten leitfahigen Sciiicht abgedeckt 
ist, wobei die zweite leitende Schicht isoliert von den 
Pixeloberflachenbeschichtiingen angeordnet ist, werden 
auch die Zwisclienraume zwischen den Pixeln vor uner- 
wunscht in die Halbleiterschicht eindringenden Elektro- 
nen geschutzt. Dabei kann diese isoliert von den Pixel- 
oberf lachenbeschichtungen angeordnete zweite Schicht 
auch durch Anlegen eines Potentials zur Feldverande- 
rung, beispielsweise als Beschleunigungspotential , 
verwendet werden. 

Die Schichten bestehen bevorzugt aus einem leitfahigen, 
-lichtxindurchlassigen Material, z . B. Metall. Auf- 
treffende Elektronen werden von dem leitfahigen 
'^sterial sicher auf genotnmen und in die Halbleiter- 
stnaktur eingespeist. Etwaig auf tref fende Photonen 
werden duxch das lichtundurchlSssige Material nicht zur 
Sensdroberflache durchgelassen, so daS unerwunschte 
Nebensignale vermieden werden. Bevorzugt bestehen die 
Schichten aus Aluminium, ■ da dieses Material leicht 
aufzubringen ist, eine gute Leitf Shigkeit und eine hohe 
LichtundurchlSssigkeit aufweist. 
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Je nach Ausbildung des Halbleiters kann die, die 
Zwischeixraume abdeckende zweite leitfahige Schicht, als 
Kondensatorelektrode veirwendet werden. AirBerdem kann 
ein Potential zur Beschleiinigung des auf tref f enden 
Elektronenstromes an die zweite leitfahige Schicht 
angelegt werden. 

Wenn die Detektionsoberf lache des Sensors mit einer 
elektronenverstarkenden Beschichtung versehen ist, 
wobei Durchgangskanale zu den Pixeloberf lachen vorge- 
sehen sind, wird eine Elektronenvervielf achung 
unmittelbar vor den Sensoroberf lachen erreicht . Als 
elektronenverstarkendes Material kann beispielsweise 
Alpha- Silizium verwendet werden. Die in der Beschich- 
tung vorgesehenen Offnungen erlauben den iingehinderten 
Durchtritt der Elektronen zur Sensoroberf lache, wobei 
an den Wandungen in diesen Offnungen auf treffende 
Elektronen zu einer Vervielf achung der Elektronen iind 
somit zur Signalverstar3cung fuhren. 

Dadurch, dalS die elektronenverstarkende Beschichtung an 
der Oberseite und Unterseite mit je einer leitfahigen 
Dunnschicht versehen ist, an die ein elektrisches 
Potential gelegt ist, wird der gewunschte Elektronen- 
fluB gewahrleistet und eine Beschleunigungsspannung 
uber die Schichtdicke der elektronenverstarkenden 
Beschichtung angelegt. 

Wenn benachbarte Pixel oberf lachen unterschiedliches 
Potential aufweisen,. kann eine Ladungsbundelung der auf 
die Sensorflache auf tref f enden Elektronen auf 
bestimmte, vorausgewahlte Pixel erzeugt werden. Eine 
derarige Ladungsbundelung Oder sog. „Binning" kann 
beispielsweise fur eine vorubergehend herunterge- 
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schaltete verringerte Auflosvmg mit hoherem DeteJctions- 
grad verwendet werden. 

Ward der Halbleitersensor gemaS Anspruch 9 verwendet, 
ist ein Bllderfassxings sensor angegeben, bei dem 
Photonen zunachst in einem Valcuumsystem in Elektronen 
umgewandelt werden vind diese Elektronen direkt in ein 
bildgebendes Spannnngs signal (Videosignal) umgewandelt 
werden. Der Halbleitersensor zeigt bei dem erwunschten 
BesclmE von Elektronen keine Pixeldef ekte, so da£ eine 
insgesamt bildorientierte Utnwandliing des eingangs 
auf tref f enden optischen Signals in ein elektrisch.es 
Signal, z. B. zur Darstellung auf einem Videomonitor, 
erfolgt. 

Bevorzugt wird die Verstarkung in der Bildverstarker- 
rohre mit einer "oder mehreren Multikanalplatten er- 
zeugt. Die Multikanalplatten sorgen fur eine Verstar- 
kung der Bildinf ormation. 

Nacbf olgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erf indung 
anhand der beiliegenden Zeichnung detailliert be- 
schrieben. 

Darin zeigt: 

Fig. 1 in einem Ausschnitt einen scbematisierten Quer- 
schnitt eines erf indungsgemalSen Halbleiter- 
' sensors r'' ^ V- ' ' 

Fig. 2 ein Schema einer Anordniing zur Bilderf assung 

mit einem derartigen Halbleitersensor in einem 
Vakuumsystem mit Photokathode und 
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Fig. 3 in einetu Aussclinitt einen schmatisierten 

Querschnitt eines Halbleitersensors in einem 
weiteren Aus fuhrungsbei spiel . 

In Fig. 1 ist ein Aussclinitt eines Halbleitersensors 
mit zwei Pixeln im Querschnitt dargestellt. An der zum 
2u detektierenden Elektronenstrom gerichteten Ober- 
flache des Sensors, in Fig. 1 oben, sind der Pixel- 
stniktur 1 zugeordnete leitfabige Scbichten als aktive 
Pixelflachen 11 angeordnet, die bevorzugt aus Aluminium 
bestehen. Diese leitfahige Schicht 11 ist zu einem 
Halbleiterelement 3 durchkontaktiert . 

Das Halbleiterelement 3 weist ebenfalls eine nicht 
dargestellte Pixelstruktur 1 auf , die jeder aus einem 
leitfahigen Material aufgebauten Pixel flache 11 eine 
zugeordnete Schaltung nachbildet. Dabei kann das 
Halbieiterelenient 3 als Aktiv-Pixel-Struktur ausge- 
bildet sein. Zwisciien der leitfahigen Scbicht 11 jedes 
Pixels und dem Halbleiterelement 3 ist mit Ausnahme der 
Durchkontaktierung 12 eine Isolierung 13 vorgeseben. 

Die Isolierung 13 trennt die zum Halbleiterelement 1 
mit Kontaktierung 12 verbundene Sensoroberf Idche 11 von 
einer zweiten leitfahigen Schicht 21, die den Zwischen- 
raum zwischen den Pixelflachen 11 so abschirmt, daS 
hier auftreffende Elektronen nicht in die darunter- 
liegende Halbleiterstruktur gelangen und dort zu 
Pehlem fuhren konnen. Dabei ist die zweite leitfahige 
Schicht 21 im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ^auf 
einer Pas si vierungs schicht 2 aufgebracht, die auf der 
Oberseite des Halbleiterelementes 3 mit Aussparungen 
fur die isolierten Kontaktierungen 12, 13 aufgebracht 
ist. 
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Nachf olgend wird die Fiinktionsweise des Halbleiter- 
sensors erlautert, 

Der zu detektierende Elektronenstrom E trif ft auf die 
leitfahige Scliicht 11 auf. Die jeweils pixelorientiert 
registrierten Elektronen werden von den aktiven Pixel - 
f lachen 11 in Art: einer Kondensatorelektrode in das . 
Halbleiterelement 3 zur Konvertierung der Ladung in 
Spanniing geleitet . Je nach Ausbildixng des Halbleiters 
kann die zweite leitfahige Schicht: 21 ebenfalls als 
Kondensatorelektrode verwendet werden. Hier konnte 
axifierdetn ein Potential zur Beschleunigung des auf- 
treffenden Elektronenstromes E angelegt werden. Die 
leitfahige Schicht 11 jedes Pixels ist als Zuleitung 
(Elektrode) zu einem "floating diffusion" 31 Oder 
"floating gate" zur Ladxingskonvertierung ausgebildet. 

In Fig. 2 ist eine bevorzugte Kotnbination des Halb- 
leitersensors alinlich der Ausgestalttmg gemaS Pig. l in 
einem Vakuumsystein 4 in schematisiertem Quersctmitt im 
Aussclinitt dargestellt. Das Vakuumsystem 4 besitzt ein 
Eingangsf enster 41 mit einer Phot oka tliode 42. Ini 
Vakuumbereich 46 des Bausteins 4 ist wenigstens eine 
Multikanalplatte 43 mit einer Vielzahl von Kanalen 44 
vorgeseben. 

Im Gegensatz zu herkammlichen Bildwandlem- bzw. 
Bildverstarkerrobren ist am Ausgangsf enster 45 kein^ 
Leuchtschirm zur Utnwandlung des Elektronenstromes -E-^ in 
sicbtbares Licbt vorgesehen, sondem direkt innerhalb 
des Vakuumsystems der Halbleitersensor gemSfi Ausgestal- 
tiing nach Fig. 1 angeordnet. Dabei ist die Pixelstruk- 
tur 1 so ausgericbtet, daJS die Signal information aus 
den Kanaien 44 der Multikanalplatte 43 auf die leit- 
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fahigen Schicliten 11 der Pixel treffen. Somit ist eine 
bildorientierte Verarbeitung der an der Photokathode 42 
auf genommenen Bildinf ormationen moglich. Das Ausgangs- 
fenster 45 ist als AbschlulSeleTnent fur den VaJcuum- 
bereich 46 an der Ruckseite des Halbleiterelementes 3 
angeordnet. Im iODSclilufieletnent 45 kann die Kontaktie- 
rung der Halbleiterstniktur nach aufien gefuhrt werden. 

Nachfolgend wird die Fxinktionsweise der Bilderfassungs- 
anordnimg erlautert : 

Optische Bildinf ormationen gelangen in Form eines 
Photonenstromes Pb durch das Eingangsf enster 41 auf die 
Photokathode 42 des VaJcuumsystems (VA-MOS) 4. Dort 
werden mit den auf tref f enden Photonen Ph Elektronen aus 
dem Photokathodenmaterial herausgelost • Zur Verstarkung 
des von der Photokathode ausgelosten Elektronen- 
stromes E werden die Elektronen durch ein an der Multi- 
kanalplatte 43 angelegtes elektrisches Feld be- 
schleunigt. Die so entstehende Elektronenstrahlung E 
gelangt uber die Kanale 44 der Multikanalplatte 43 auf 
die Pixel flachen 11 des Halbleitersensors mit seiner 
Pixelstruktur 1 . Unterhalb des Halbleiters wird der 
Vakuutnbereich 46 des Systems 4 mit einem AbschluS- 
element 45 abgeschlossen, das beispielsweise als 
Keramikscheibe rait Kontaktierungsdurchfuhrungen fur den 
Halbleitersensor ausgebildet ist. 

Die Funktionsweise des Halbleitersensors entspricht dem 
zum Aus fuhningsbei spiel gemafi Fig. 1 Beschriebenen . Da- 
bei wird die Elektronenstrahlung E von dem Halbleiter- 
sensor direkt in ein elektrisches Signal umgewandelt. 
Mit dieser Struktur kann somit ein eti5)f angenes Bild in 
einer nachgeschalteten Signal verarbeitung auf dem 
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Halbleitereletnent oder extern, beispielsweise in ein 
Videos ignal, gewandelt werden. 

In Fig. 3 ist ein Halbleitersensor gema£ Fig. 1 darge- 
stellt, auf dessen Sensoroberf lache eine elektronen- 
verstarkehde Beschichtiiiig 5 verges ishen ist. Die Be- 
schiclitiing 5 besteht im wesentlichen aus einem elek- 
tronenverstarkendetn Material 51, beispielsweise Alpha- 
Silizium. Urn eine entsprechende Elektronenverstarkung 
in diesem Material hervorzuruf en, weist die Beschich- 
tung 5 eine obere und untere Dunnschicht 52, 53 auf, 
die aus leitf aliigetn Material bestehen. An die Dunn- 
schichten 52, 53 ist ein geeignetes elektrisches 
Potential gelegt. An der Kontaktf lache der unteren 
Dunnsciiicht 53 zur Pixel oberf lache 11 ist eine Isolie- 
rung vorgesehen, beispielsweise die Isolierung 13 . Um 
die Elektronen zu den Pixeloberf lachen 11 zu leiten 
sind Durchgangskanale 54 in der Beschictitxmg 5 
vorgesehen! Diese Durchgangskanale 54 sind bevorzugt 
pixelorientiert angeordnet. 

Dabei ist hervorzuheben, daS der erf indungsgemafie 
Halbleitersensor einen Elektronenstrom E direkt ohne 
Zwischenwandlung in Lichtsignale pixelorientiert in ein 
elektrisches Signal wandeln kann. Dabei besteht nicht 
die Gefahr von Pixeldef ekten, wie bei herkotnmlichen 
Bildsensoren . 
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Bezugszeichenliste 

1 Pixel struktur 

11 Pixeloberf lache; leitfahige Schlclit 

12 Kontakiening 

13 Isoliemng 

2 Passivierungssclilclit 

21 . zweite leitfahige Schicht 

22 Zwisclienraum 

3 Halbleiterelement: 
31 floating diffusion 

4 Vakuumrohre 

41 Eingangsf enster 

42 Phot oka thode 

43 Mul t i-Kanal - Plat t e (MCP ) 

44 Kanal 

45 Ausgangsf enster- Oder Absdiliifielement 

46 . Vakuutnbereich 

5 elektronenverstarkende Bescliichtung 

51 elektronenverstarkendes Material (Alpha- Silizium) 

52 obere Dunns chicht 

53 untere Dunnschicht 

54 Durchgangskanal 

E ; Elektronen . : 

Ph Photonen 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Halbleitersensor mit einer Pixelstruktur (i) , wobei 
zu jedem Pixel eine Kapazitat ausgebildet ist, die 
liadimg speichert xand in Sparmiing konvertiert, die 
bedarfsweise auslesbar ist, xind die Pixel- 
stmktur (1) im wesentlichen vollstandig mit einer 
leitfahigen Scliicht (11) abgedeckt ist, dadurcli 
qekennzeichnet . da£ der Sensor zum xinmittelbaren 
Detektieren von Elektronen ausgebildet ist und 
zwischen den Pixeloberf lachenbeschichtiingen (ii) 
jedes einzelnen Pixels Zwischenraume (22) ausge- 
bildet sind, wobei die Oberflache der Zwischen- 
raume (22) zwiscben den Pixeln mit einer zweiten 
leitfahigen Schicht (21) ^ die isoliert von den 
Pixeloberf lachenbeschichtTingen (11) angeordnet ist, 
cibgedeckt ist. 

2. Halbleitersensor nacb Anspruch 1, dadurch aekenn- 
zeichnet, daS die Schichten (11, 21) aus Metall 
Oder einem leitfahigen, lichtnndurchlassigen 
Material bestehen. 

3. Halbleitersensor nach Anspruch 2, dadurch aekenn- 
zeichnet, dalS die Schichten (11, 21) aus Alimiinium 
bestehen. 

4. Halbleitersensor nach Anspruch 1, 2 . oder 3, dadurch 
qrekennzeichnet . daS die zweite leitfahige 
Schicht (21) als Kondensatorelektrode ausgebildet 
ist . 
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5. Halbleitersensor nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, 
dadurch aelcennzeiclinet . da£ an der zweiten 
leitfaliigen Schicht (21) ein Potential angelegt 
ist • 

5 

6- Halt>leitersensor nach einem der vorangehenden 
Anspruclie , dadurch aekennzeichnet . dafi die 
Detelctionsoberflaclie des Sensors mit einer 
elelctronenverstarkenden Beschichtiing (5) versehen 
10 ist, wobei Durchgangskanale (54) zu den 

Pixel oberflaclien (11) vorgesehen sind. 

7. Halbleitersensor nach Anspruch 6, dadurch 

qekennzeichnet . daS die elektronenverstarkende 
15 Beschichtung (5) an der Oberseite und Unterseite 

mit je einer leitfahigen Duimschicht (52, 53) 
versehen ist, an die ein elektrisches Potential 
gelegt dst. 

20 8. Halbleitersensor nach einem der vorangehenden 

Anspruche, dadurch aekennzeichnet , dafi benachbarte 
Pixeloberf lachen (11) unterschiedliches Potential 
aufweisen. 

25 9 . Verwendung elnes Halbleitersensors nach einem der 
vorangehenden Anspruche angeordnet in einem 
Vakuumsystem mit Phot oka thode , welche 
bildorientiert Photonen in Elektronen umwandelt. 

30 10, Verwendung nach Anspruch 9, wobei das Vakuumsystem 
eine oder mehrere Multikanalplatten (multi- channel - 
plate) zur Verstar3cung des Elektronenstroms 
auf weist . 



35 
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